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Beschreibung
[Technisches Gebiet]

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ultra-
violettbestrahlungseinrichtung, und speziell eine
Ultraviolettbestrahlungseinrichtung, die eine Lichte-
mitterdiode verwendet.

[Technischer Hintergrund]

[0002] In einer Bearbeitungseinrichtung fur bei-
spielsweise Halbleiterwafer (nachstehend einfach als
"Wafer" bezeichnet) werden vorbestimmte Prozesse
in einem Zustand durchgefiihrt, in welchem ein
Schutzstreifen auf einer Schaltungsoberflache des
Wafers anhaftet. Dieser Schutzstreifen weist ein bei
Ultraviolettbestrahlung aushartendes Harz als Klebe-
schicht auf, und dessen Klebekraft wird durch Aus-
harten des bei Ultraviolettbestrahlung aushartenden
Harzes durch die Ultraviolettbestrahlungseinrichtung
geschwacht, so dass der Schutzstreifen einfach ab-
geschalt werden kann.

[0003] Es ist als Ultraviolettbestrahlungseinrichtung
eine derartige Einrichtung bekannt, die so ausgebil-
det ist, dass beispielsweise ein Leuchtengehduse an
einem Ort angeordnet ist, welcher der Waferoberfla-
che zugewandt ist, und in dem Leuchtengehause
Hochdruck-Quecksilberlampen, Metallhalogenidlam-
pen oder dergleichen angeordnet sind (vgl. Patentdo-
kument 1).

[Patentdokument 1: Japanische offen gelegte Paten-
tanmeldung Nr. 9-162141]

[Beschreibung der Erfindung]
[Durch die Erfindung zu I6sende Probleme]

[0004] Allerdings ist die im Patentdokument 1 be-
schriebene Ultraviolettbestrahlungseinrichtung so
ausgebildet, dass Hochdruck-Quecksilberlampen als
Lichtaussendequelle eingesetzt werden, welche ei-
nen Hochspannungstransformator bendtigen. Dies
fuhrt dazu, dass die Einrichtung insoweit nachteilig
ist, dass sie gro3e Abmessungen aufweist, und auch
eine betrachtliche Menge an Energie verbraucht. Zu-
satzlich zu der Tatsache, dass haufige Wartungsar-
beiten infolge der kurzen Lebensdauer der Lampen
erforderlich sind, ist eine so genannte Anlaufzeit zur
Anpassung an einen Ultraviolettbestrahlungszustand
lang, und daher werden Lampen zwangsweise wah-
rend der Arbeitsstunden eingeschaltet gehalten, was
zu einem betrachtlichen Energieverbrauch fuhrt. Wei-
terhin kann eine effiziente Bestrahlungssteuerung
nicht entsprechend einer ebenen Flache eines zu be-
strahlenden Gegenstands durchgefihrt werden, und
daher ist eine Energieverschwendung unvermeidlich,
und dartiber hinaus kann infolge der Tatsache, dass

bei der Lampe Quecksilber verwendet wird, beim
Entsorgen ein Umweltproblem hervorgerufen wer-
den.

[0005] Daher hat der vorliegende Erfinder versucht,
eine Ultraviolettbestrahlungseinrichtung zu entwi-
ckeln, die eine Ultraviolett-Lichtemitterdiode als
Lichtaussendequelle fur Ultraviolettstrahlung ver-
wendet. Fir die Einrichtung wurde in einer For-
schungs- und Entwicklungsstufe, wie in den Fig. 10
und Fig. 11 gezeigt, eine derartige Anordnung einge-
setzt, dass zahlreiche Lichtemitterdioden 51 so ange-
ordnet wurden, dass sie gleichmaflig voneinander
entlang einer im wesentlichen gitterférmigen Spur auf
einem Substrat 50 angeordnet waren, und anderer-
seits wurde ein Schutzfilm S, der eine Klebeschicht
53 aufwies, die aus einem bei Ultraviolettbestrahlung
aushartenden Harz bestand, auf der Oberflache ei-
nes Wafers W angeordnet, den Dioden 51 zuge-
wandt, und war sowohl bei dem Schutzfilm S als auch
den Dioden 51 eine Relativbewegung in Richtung ei-
nes Pfeils B in Fig. 10 vorhanden, wahrend Ultravio-
lettstrahlung auf den Schutzfilm S von den Lichtemit-
terdioden 51 aufgestrahlt wurden. Es stellte sich her-
aus, dass nach Abschalen des Schutzfilms S nach
der Ultraviolettbestrahlung der Bereich A, in welchem
die Aushartung der Klebeschicht 53 nicht ausrei-
chend durchgefiihrt wurde, geradlinig entlang der
Richtung senkrecht zur Blattebene von Eig. 11 auf-
tauchte, wodurch das Abschalen des Schutzfiims S
verhindert wurde.

[0006] Es stellte sich heraus, dass dies daran lag,
wie in Fig. 11 gezeigt, dass die Lichtemitterdioden 51
so angeordnet waren, eine Ultraviolettbestrahlung
bei dem Schutzfilm S in sehr kurzer Entfernung von
diesen durchzufiihren, und dass keine Lichtemitterdi-
oden 51 vorhanden waren, welche den Bereich A mit
Ultraviolettbestrahlung, in komplementéarer Weise
vorhanden waren, infolge der Entfernung und des
Richtungswinkels der Ultraviolettstrahlen.

[0007] In diesem Fall Iasst sich Giberlegen, eine Ent-
fernung zwischen den Lichtemitterdioden 51 und
dem Schutzfilm S ausreichend gro3 auszubilden. Je-
doch fiihrt eine derartige groRe Entfernung zu einer
Abschwachung der Ultraviolettstrahlung, wodurch
ein anderes Problem entsteht, namlich dass die Kle-
beschicht nicht wie erwartetet ausgehartet werden
kann.

[Vorteil der Erfindung]

[0008] Die vorliegende Erfindung wurde angesichts
der voranstehend geschilderten Nachteile vorge-
schlagen, und anhand von Erkenntnissen, die bei
verschiedenen Versuchen erhalten wurden, die zur
Lésung von Problemen durchgefuhrt wurden, die
beim Einsatz der Ultraviolett-Lichtemitterdioden auf-
treten. Der Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht
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in der Bereitstellung einer Ultraviolettbestrahlungs-
einrichtung, welche eine deutliche Verkleinerung er-
zielen kann, einfache Wartungs- und Inspektionsar-
beiten, sowie Bearbeitbarkeit mit Ultraviolettbestrah-
lung, und Energieeinsparung.

[MaRnahmen zur Lésung der Probleme]

[0009] Um den Vorteil zu erreichen, ist eine Ultravi-
olettbestrahlungseinrichtung gemaR der vorliegen-
den Erfindung so ausgebildet, dass mehrere Ultravi-
olett-Lichtemitterdioden an einem Ort zugewandt ei-
nem zu bestrahlenden Gegenstand angeordnet sind,
und der Gegenstand und die Lichtemitterdioden rela-
tiv zueinander bewegbar sind, wobei die Lichtemitter-
dioden so angeordnet sind, dass sie gleichmafig be-
abstandet voneinander auf geraden Linien mehrerer
Reihen im wesentlichen senkrecht zur Richtung der
Relativbewegung angeordnet sind, und zwischen be-
nachbarten Lichtemitterdioden in jeder Reihe ein Teil
der Lichtemitterdiode in der benachbarten Reihe an-
geordnet ist.

[0010] Die vorliegende Erfindung kann vorzugswei-
se so ausgebildet sein, dass die Lichtemitterdioden
abnehmbar auf dem Substrat vorgesehen sind.

[0011] Die vorliegende Erfindung kann ebenfalls so
ausgebildet sein, dass mehrere Lichtemitterdioden
als eine Einheit vereinigt sind, und jede Einheit der
mehreren Lichtemitterdioden abnehmbar auf dem
Substrat vorgesehen ist.

[0012] Weiterhin kdnnen die Lichtemitterdioden so
ausgebildet sein, dass ihre Lichtaussendebereiche in
Abhangigkeit von einer ebenen Flache des Gegen-
stands steuerbar sind.

[0013] Die vorliegende Erfindung ist vorzugsweise
so ausgebildet, dass Beleuchtungssensoren auf ei-
nem Tisch angeordnet sind, der den Gegenstand hal-
tert, mit einer vorbestimmten Erstreckung entlang ei-
ner Richtung im wesentlichen senkrecht zur Richtung
der Relativbewegung.

[0014] Weiterhin kdnnen die mehreren Lichtemitter-
dioden als eine Einheit vereinigt sein, und kann eine
solche Ausbildung vorhanden sein, dass die Bestrah-
lungsleistung jeder Einheit oder jeder Lichtemitterdi-
ode durch den Wert eines Stroms und/oder einer
Spannung erfasst werden kann.

[Auswirkungen der Erfindung]

[0015] Gemal der vorliegenden Erfindung wird die
Lichtemitterdiode als die Lichtaussendequelle fir Ul-
traviolettstrahlung eingesetzt, welche daher ein der-
artig groRes Gerat wie einen Transformator im her-
kémmlichen Falle des Einsatzes von Quecksilber-
lampen ausschalten kann, wodurch eine Verkleine-

rung der Einrichtung ermdglicht wird. Infolge des Ein-
satzes einer derartigen Ausbildung, dass ein Teil je-
der der Lichtemitterdioden in einer Reihe zwischen
den benachbarten Lichtemitterdioden in einer ande-
ren Reihe angeordnet ist, kann das Auftreten unbe-
strahlter Bereiche vermieden werden, fur dessen
Auftreten eine Neigung beim Einsatz der Lichtemit-
terdioden bestand, die nahe an dem Gegenstand an-
geordnet waren. Die Lichtemitterdioden sind ab-
nehmbar auf dem Substrat vorgesehen, wodurch ein
Ersatz nur eines Teils der Lichtemitterdioden zu einer
einfachen Wartungsarbeit beitragen kann, so dass
die Kosten fur die Wartungsarbeiten minimiert wer-
den kénnen. Weiterhin kénnen die Lichtaussendebe-
reiche gesteuert werden, wodurch die verbrauchte
Energie verringert wird, und gleichzeitig die Produkt-
lebensdauer der Lichtemitterdiode Uber lange Zeiten
sichergestellt werden kann. Weiterhin kann, da die
Lichtemitterdiode keine Anlaufzeit benétigt, im Ge-
gensatz zur Hochdruck-Quecksilberlampe, die Lich-
temitterdiode unmittelbar vor Beginn der Bestrahlung
eingeschaltet werden, und kann die Stromversor-
gungsquelle ausgeschaltet werden, wenn die Be-
strahlung zu Ende ist, so dass eine erhebliche Ener-
giemenge eingespart werden kann, im Vergleich zum
Fall der Quecksilberlampe, die immer eingeschaltet
bleiben muss. Die Bereitstellung des Bestrahlungs-
sensors ermdglicht die sichere Leistungsbewertung
der Lichtemitterdiode, wodurch eine unzureichende
Ultraviolettbestrahlung vermieden wird. Da Stérun-
gen der Lichtemitterdiode durch Steuern des Wertes
des Stroms und der Spannung der Lichtemitterdiode
mit Hilfe eines Amperemeters und/oder eines Volt-
meters erfasst werden kénnen, kénnen dartber hin-
aus Bestrahlungsfehler der Ultraviolettstrahlen ver-
hindert werden.

[Kurzbeschreibung der Zeichnungen]

[0016] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht einer UI-
traviolettbestrahlungsanordnung bei einer bevorzug-
ten Ausflhrungsform;

[0017] FEig. 2 ist eine schematische Aufsicht, die ein
Beispiel fur die Anordnung von Lichtemitterdioden
zeigt;

[0018] Fig. 3 ist eine schematische Vorderansicht,
welche Ultraviolettbestrahlungsbereiche zeigt;

[0019] Fig. 4 ist eine schematische Aufsicht, die ei-
nen Zustand zeigt, in welchem anfangliche Lichtaus-
sendebereiche der Lichtemitterdiode gesteuert wer-
den;

[0020] Fig. 5 ist eine schematische Aufsicht, die ei-
nen Zustand zeigt, in welchem Licht aus gesamten
Bereichen der Lichtemitterdioden ausgesandt wird;

[0021] Fig. 6 ist eine schematische Aufsicht, die ei-
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nen Zustand zeigt, in welchem die Lichtemitterdioden
entsprechend einem ebenen Bereich eines zu be-
strahlenden Gegenstands gesteuert werden;

[0022] Fig. 7 ist eine schematische Vorderansicht,
die eine Anordnung zeigt, bei welcher die Lichtemit-
terdioden abnehmbar auf dem Substrat vorgesehen
sind;

[0023] Fig. 8 ist eine Ansicht einer Schaltungsaus-
bildung zur Messung von Strom in jeder Einheit, wel-
che mehrere Lichtemitterdioden als eine Einheit fest-
legt;

[0024] Fig. 9 ist eine Ansicht auf eine Schaltungs-
ausbildung zur Messung der Spannung in jeder Ein-
heit, welche mehrere Lichtemitterdioden als eine Ein-
heit festlegt;

[0025] Fig. 10 ist eine schematische Vorderansicht
in einem Fall, in welchem die Lichtemitterdioden par-
allel angeordnet sind, in Langsrichtung und Querrich-
tung; und

[0026] Fig. 11 ist eine schematische Vorderansicht
zur Erlduterung von Problemen infolge der in Eig. 10
gezeigten Anordnung von Lichtemitterdiode.

Bezugszeichenliste

10 Ultraviolettbestrahlungseinrichtung

1" Waferhalterungsteil

12 Ultraviolettbestrahlungsteil

17 Beleuchtungssensor

21 Lichtemitterdiode

w Halbleiterwafer (zu bestrahlender Gegen-
stand)

[Beste Art und Weise zur Ausfiihrung der Erfindung)

[0027] Nachstehend wird eine Ausflihrungsform der
vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen beschrieben.

[0028] Fig. 1 ist eine schematische Vorderansicht,
die eine bevorzugte Ausfiihrungsform betrifft, bei wel-
cher eine Ultraviolettbestrahlungseinrichtung gemaf
der vorliegenden Erfindung bei einer Waferbearbei-
tungseinrichtung eingesetzt wird. In der Figur ist die
Ultraviolettbestrahlungseinrichtung 10 mit einem Wa-
ferhalterungsteil 11 versehen, das einen Wafer als ei-
nen zu bestrahlenden Gegenstand aufnimmt und hal-
tert, mit einem Ultraviolettbestrahlungsteil 12, das im
wesentlichen parallel zum Wafer W oberhalb des Wa-
ferhalterungsteils 11 angeordnet ist, und mit einer
Kammer 13, welche das Waferhalterungsteil 11 und
das Ultraviolettbestrahlungsteil 12 umgibt.

[0029] Das Waferhalterungsteil 11 ist mit einer Fih-
rung 15 versehen, die sich in Fig. 1 in Richtung nach

rechts und links erstreckt, einem Tisch 16, der sich
entlang der Fihrung 15 bewegen kann, wobei die
ebene Form des Tisches 16 im wesentlichen quadra-
tisch ist, und mehreren Beleuchtungssensoren 17,
die in gleichen Abstéanden voneinander entlang der
Richtung senkrecht zu einer Ebene in Fig. 1 ange-
ordnet sind. Der Tisch 16 ist so ausgebildet, dass sei-
ne obere Oberflache als eine Aufnahmeoberflache
festgelegt ist, und die Position des Wafers W festge-
legt ist, wenn der Wafer W auf der Aufnahmeoberfla-
che aufgenommen ist. Ein Schutzfilm S haftet an der
Seite einer oberen Oberflache (der Seite der Schal-
tungsoberflache) des Wafers W an. Eine Klebe-
schicht 18 des bei Ultraviolettbestrahlung ausharten-
den Typs ist auf der Seite der unteren Oberflache des
Schutzfiims S angeordnet. Der Schutzfiim S kann
einfach von dem Wafer W in einem nachfolgenden
Prozess abgeschalt werden, durch Ausharten der
Klebeschicht 18.

[0030] Das Ultraviolettbestrahlungsteil 12 ist, wie in
Fig. 2 gezeigt, mit einem Substrat 20 versehen, des-
sen ebene Form im wesentlichen quadratisch ist, und
mit zahlreichen Ultraviolett-Lichtemitterbestrahlungs-
dioden 21, die an der Seite der unteren Oberflache
des Substrats 20 in Fig. 1 angeordnet sind. Das UI-
traviolettbestrahlungsteil 12 ist so ausgebildet, dass
es eine Relativbewegung zu einer Oberflache des
Wafers W in einer ebenen Oberflache durchfihren
kann. Die Lichtemitterdioden 21 sind so angeordnet,
dass sie gleichmaflig voneinander auf geraden Lini-
en mehrerer im wesentlichen paralleler Reihen ent-
lang den Richtungen der Relativbewegung (den
Richtungen nach oben und unten in Fig. 2) angeord-
net sind, wobei zwischen den benachbarten Lichte-
mitterdioden 21 in jeder Reihe ein Teil der Lichtemit-
terdiode 21 der benachbarten Reihe angeordnet ist.
Eine detailliertere Beschreibung erfolgt nachstehend.
Hierbei ist jede Lichtemitterdiode 21 in Aufsicht im
wesentlichen quadratférmig, und ist ein Ultraviolett-
lichtaussendeteil 21A in dem zentralen Abschnitt an-
geordnet. Die Lichtemitterdioden 21 sind so angeord-
net, dass Ecken C der Lichtemitterdioden auf den
ersten Linien L1 entsprechend seitlichen Reihen von
Reihe Nr. 1 bis Reihe Nr. 8 angeordnet sind, die sich
entlang der Richtung im wesentlichen senkrecht zu
den Richtungen der Relativbewegung erstrecken,
und auf den zweiten Linien L2 entsprechend Reihen
in Langsrichtung von Reihe Nr. bis Reihe Nr. 14, die
sich entlang der Richtung im wesentlichen senkrecht
zu den ersten Linien L1 in derselben Ebene erstre-
cken (Richtung der Waferbewegung). Die Abstande
zwischen den jeweiligen ersten Linien L1 sind im we-
sentlichen gleich eingestellt, und auch die Abstéande
zwischen den jeweiligen zweiten Linien L2 sind im
wesentlichen gleich eingestellt. Bei einem Beispiel in
Fig. 2 ist beispielsweise zwischen den Lichtemitterdi-
oden 21 in der Seitenreihe Nr. 1 ein Teil oder ein obe-
rer Halbabschnitt der Lichtemitterdiode in der seitli-
chen Reihe Nr. 2 angeordnet, und ist auf die gleiche
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Weise danach ein oberer Halbabschnitt jeder der
Lichtemitterdioden in der seitlichen Reihe Nr. 3 zwi-
schen den benachbarten Lichtemitterdioden in der
seitlichen Reihe Nr. 2 angeordnet. Die voranstehend
geschilderte Korrelation der Anordnung von Dioden
ist ebenso im Falle der Langsreihen. Es wird darauf
hingewiesen, dass die Anzahl an Langs- und Seiten-
reihen in Fig. 2 zur Vereinfachung dargestellt ist, und
dass die Anzahl dieser Reihen je nach Erfordernis
zunimmt oder abnimmt.

[0031] Wenn bei der voranstehenden Ausbildung
die Richtung der Relativbewegung zwischen dem
Waferhalterungsteil 11 und dem Ultraviolettbestrah-
lungsteil 12 mit einer der Linien L1 oder L2 iberein-
stimmt, oder in enger Nahe zu diesen liegt, wird mog-
lich, unbestrahlte Bereiche der Ultraviolettbestrah-
lung auszuschalten.

[0032] Es wird darauf hingewiesen, dass eine sol-
che Ausbildung eingesetzt wird, dass die Lichtemit-
terdiode 21 in Bezug auf ihre Beleuchtung bewertet
wird, durch einen Beleuchtungssensor 17, zu jedem
Zeitpunkt der Ultraviolettbestrahlung auf dem Wafer.
Demzufolge wird, wenn festgestellt wird, dass die Be-
leuchtung abgesunken ist, die Spannung fir jede ein-
zelne Diode oder fir jede Einheit erhdht, welche
mehrere Lichtemitterdioden aufweist, so dass die er-
forderliche Beleuchtung sichergestellt werden kann
(in diesem Fall muss die Obergrenze fir die Span-
nung eingestellt werden). Wenn festgestellt wird,
dass die Beleuchtung unzureichend ist, trotz der Tat-
sache, dass die Spannung die Obergrenze erreicht,
kann jede einzelne Diode oder jede Einheit, welche
mehrere Lichtemitterdioden enthalt, ausgetauscht
werden, wodurch regelmafig eine stabilisierte Leis-
tung der Ultraviolettbestrahlung erzielt werden kann.

[0033] GemalR der bevorzugten Ausfiihrungsform
werden keine Bereiche auf dem Schutzfilm S hervor-
gerufen, auf welche die Ultraviolettstrahlen nicht auf-
gestrahlt werden, so dass die Klebeschicht 18 voll-
standig Uber samtliche Bereiche ausgehartet werden
kann, so dass das Abschalen des Schutzfiims S in ei-
nem nachfolgenden Prozess sicher durchgefihrt
werden kann.

[0034] Wie bislang beschrieben, sind die beste Aus-
bildung und das beste Verfahren zur Ausfiihrung der
vorliegenden Erfindung in der voranstehenden Be-
schreibung beschrieben, jedoch ist die vorliegende
Erfindung nicht hierauf beschrankt.

[0035] Zwar wird die vorliegende Erfindung darge-
stellt und erldutert speziell in Bezug auf die spezielle,
bevorzugte Ausfihrungsform, jedoch wissen Fach-
leute auf diesem Gebiet, dass verschiedene Abande-
rungen von Formen, Positionen, Ausbildungen oder
dergleichen der geschilderten, bevorzugten Ausfih-
rungsform innerhalb des Umfangs des technischen

Konzepts und des Vorteils der vorliegenden Erfin-
dung durchgefiihrt werden kénnen.

[0036] So kann beispielsweise, wie in Fig. 4 ge-
zeigt, das Lichtaussendetiming der Lichtemitterdio-
den 21 individuell so gesteuert werden, dass die Ul-
traviolettbestrahlung aufeinanderfolgend in Abhan-
gigkeit von dem Timing durchgefuhrt wird, wenn der
Wafer W unter dem Ultraviolettbestrahlungsteil 12
hindurchgelangt. Diese Steuerung kann dadurch
durchgefiihrt werden, dass Adressdaten jeder Lichte-
mitterdiode 21 oder jeder Einheit, und die Geschwin-
digkeit der Relativbewegung vorher in eine Steue-
rung (nicht gezeigt) eingegeben werden. Bei einem
Beispiel in Fig. 4 werden die Lichtemitterdioden in-
nerhalb der Bereiche, in welchen der Wafer W iber-
lappend unmittelbar unter den Lichtemitterdioden 21
angeordnet ist, eingeschaltet, und werden Gruppen
von Lichtemitterdioden 21 oder Gruppen von Einhei-
ten an der oberen und unteren Seite ausgeschaltet.
Wenn daher der Wafer W von einer Position in Fig. 4
zu einer Position in Fig. 5 vorgestellt wird, werden die
Lichtemitterdioden in den gesamten Bereichen ein-
geschaltet, und werden, wenn der Wafer W weiter
vorgestellt wird, ausgeschaltete Bereiche allmahlich
erweitert.

[0037] Wie in Eig. 6 gezeigt wird in einem Fall er-
moglicht, in welchem die Groflie des Wafers W kleiner
ist im Vergleich zu der Bereichsflache, die von den
Lichtemitterdioden 21 eingenommen wird, eine Ultra-
violettbestrahlung durchzufiihren, wahrend die Lich-
temitterdioden 21 in den Bereichen ausgeschaltet
sind, die nicht wesentlich an der Bestrahlung beteiligt
sind.

[0038] Weiterhin kann, wie in Eig. 7 gezeigt, wenn
die Lichtemitterdioden 21 so ausgebildet sind, dass
sie abnehmbar auf dem Substrat 20 befestigt sind,
wenn ein Teil der Lichtemitterdioden aus irgendeinem
Grund ausfallt, der Austauschvorgang fir das betref-
fende Teil auf extrem einfache Weise durchgefiihrt
werden. Da es nicht erforderlich ist, samtliche Lichte-
mitterdioden zu ersetzen, kénnen die Wartungskos-
ten minimiert werden. Die mehreren Lichtemitterdio-
den kénnen zur Ausbildung einer Einheit angeordnet
sein, so dass sie einheitsweise ausgetauscht wer-
den. Die Erfassung, ob bei den Lichtemitterdioden 21
eine Stérung auftritt oder nicht, wie in Fig. 8 und
Fig. 9 gezeigt, kann dadurch erfolgen, dass der Wert
des Stroms oder der Spannung jeder Einheit gemes-
sen wird, welche mehrere der Lichtemitterdioden um-
fasst. Hierbei kann der Wert des Stroms oder der
Spannung fir jede einzelne Lichtemitterdiode in ei-
nem derartigen Fall gemessen werden, in welchem
die Anzahl der Lichtemitterdioden bei einer Anwen-
dung klein ist.

[0039] Bei der vorliegenden Erfindung ist ein zu be-
strahlender Gegenstand nicht auf einen Halbleiter-
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wafer beschrankt, sondern kann die vorliegende Er-
findung Uberall dort eingesetzt werden, wo eine Ultra-
violettbestrahlungsreaktion bendtigt wird, ohne ir-
gendwelche Bereiche hervorzurufen, die nicht mit Ul-
traviolettstrahlung bestrahlt werden.

ZUSAMMENFASSUNG

[0040] Ein Halbleiterwafer dient als ein zu bestrah-
lender Gegenstand, an welchem ein Schutzfilm S
Uber eine bei Ultraviolettstrahlung aushartenden Kle-
beschicht haftet, und es ist ein Ultraviolettbestrah-
lungsteil 12 so angeordnet, dass es dem Schutzfilm
S zugewandt ist, wobei das Ultraviolettbestrahlungs-
teil 12 mit mehreren Ultraviolett-Lichtemitterdioden
21 versehen ist, die auf dem Substrat 20 angeordnet
sind. Die Lichtemitterdioden 21 sind so angeordnet,
dass sie gleichmaRig beabstandet voneinander auf
den geraden Linien L1 mehrerer Reihen im wesentli-
chen senkrecht zur Richtung der Relativbewegung
des Wafers angeordnet sind, und zwischen den be-
nachbarten Lichtemitterdioden in jeder Reihe ein Teil
der Lichtemitterdiode der benachbarten Reihe ange-
ordnet ist.

FIGURENBESCHRIFTUNG:
Fig. 2:
WAFER MOVEMENT DIRECTION:
Waferbewegungsrichtung
LATERAL ROW: Seitenreihe

Seitenreihe Nr. 1
Seitenreihe Nr. 2
Seitenreihe Nr. 3
Seitenreihe Nr. 4
Seitenreihe Nr. 5
Seitenreihe Nr. 6
Seitenreihe Nr. 7
Seitenreihe Nr. 8

LONGITUDINAL ROW: Langsreihe

Langsreihe Nr. 1
Langsreihe Nr. 2
Langsreihe Nr. 3
Langsreihe Nr. 4
Langsreihe Nr. 5
Langsreihe Nr. 6
Langsreihe Nr. 7
Langsreihe Nr. 8
Langsreihe Nr. 9
Langsreihe Nr. 10
Langsreihe Nr. 11
Langsreihe Nr. 12
Langsreihe Nr. 13
Langsreihe Nr. 14

Fig. 4:
OFF: AUS
ON: EIN
OFF: AUS

Fig. 5:
ON: EIN

Fig. 6:
OFF: AUS
ON: EIN
OFF: AUS

Patentanspriiche

1. Ultraviolettbestrahlungseinrichtung, die eine
Anordnung aus mehreren Ultraviolett-Lichtemitterdi-
oden aufweist, die so angeordnet sind, dass sie dem
zu bestrahlenden Gegenstand zugewandt sind, wo-
bei der Gegenstand und die Lichtemitterdioden rela-
tiv zueinander bewegbar sind, wobei:
die Lichtemitterdioden in gleichen Abstanden vonein-
ander auf geraden Linien mehrerer Reihen im we-
sentlichen senkrecht zur Richtung der Relativbewe-
gung angeordnet sind; und
die Lichtemitterdioden so ausgebildet sind, dass sie
so angeordnet sind, dass zwischen benachbarten
Lichtemitterdioden in jeder Reihe ein Teil der Lichte-
mitterdiode der benachbarten Reihe angeordnet ist.

2. Ultraviolettbestrahlungseinrichtung nach An-
spruch 1, bei welcher:
die Lichtemitterdioden so ausgebildet sind, dass sie
abnehmbar auf einem Substrat angeordnet sind.

3. Ultraviolettbestrahlungseinrichtung nach An-
spruch 1, bei welcher:
mehrere Lichtemitterdioden als eine Einheit vereinigt
sind; und
jede Einheit, welche die mehreren Lichtemitterdioden
umfasst, abnehmbar als eine Einheit auf einem Sub-
strat angeordnet ist.

4. Ultraviolettbestrahlungseinrichtung nach ei-
nem der Anspriiche 1, 2 oder 3, bei welcher:
die Lichtemitterdioden auf solche Weise angeordnet
sind, dass ihre Lichtaussendebereiche entsprechend
einer ebenen Flache des Gegenstands steuerbar
sind.

5. Ultraviolettbestrahlungseinrichtung nach ei-
nem der Anspriiche 1 bis 4, bei welcher:
Beleuchtungssensoren auf einem Tisch angeordnet
sind, der den Gegenstand mit einer vorbestimmten
Erstreckung entlang einer Richtung im wesentlichen
senkrecht zur Richtung der Relativbewegung haltert.
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6. Ultraviolettbestrahlungseinrichtung nach ei-
nem der Anspriiche 1 bis 4, bei welcher:
die mehreren Lichtemitterdioden als eine Einheit ver-
einigt sind; und
die Bestrahlungsleistung jeder Einheit oder jeder ein-
zelnen Lichtemitterdiode durch den Wert des Stroms
und/oder der Spannung erfasst wird.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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FIG. 2

Waferbewegungsrichtung
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FIG. 3
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FIG. 5
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FIG. 7
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FIG. 10
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FIG. 11
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